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近年，デバイスの微細化・三次元化に伴い新材料の加工へのニーズが高まりつつあり，高選択

な原子層エッチング技術（ALE）が求められている。これまでに我々は，Si3N4, TiN および W の

等方性 ALE 技術を開発し，また High-k 材である La2O3の有機 La 錯体生成と熱脱離によるサイク

ルエッチングに成功した[1, 2]。本研究では，Cu，W に代わる配線材料の候補である Co に関し，

Co 酸化物を経由した有機 Co 錯体の生成とその熱脱離の繰り返しによるサイクルエッチングを検

討したので報告する。 

実験に用いた ALE 装置は，ICP プラズマ源，赤外線ランプを備えた 300 mm ウェハ対応の装置

である。試料には Si 基板上に成膜した Co 薄膜を用いた。サイクルエッチングは，(1)酸素プラズ

マによる Co の酸化，(2)Co 酸化層に気化させた錯化剤を暴露して有機 Co 錯体を形成，(3)錯体の

熱脱離，の 3 ステップの繰り返しにより行った。Fig. 1 に Co 残存膜厚のエッチングサイクル数依

存性を示す。サイクル数に応じて Co 膜厚は減少し，1 サイクル当たりのエッチング量は 0.6 nm で

あった。この量はステップ 1 で形成する Co 酸化層厚に依存する。また Fig. 2 に 20 サイクルエッ

チングしたサンプルの表面 SEM 像を示す。エッチング後も滑らかな表面を保っており，AFM に

よる RMS ラフネスは 0.7 nm であった。このような低ラフネスのエッチングを得るには，ステッ

プ 1, 2 での Co の酸化状態のコントロールが重要であると分かった。 
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Fig. 1 Cycle number dependence of        Fig. 2 Tilted top-view SEM image of 20-cycle  
Co film thickness.                        processed sample. 
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